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2. 本年度 WG 会合開催実績 
（１）第１回：平成 18 年 8 月 7 日 
 
3. 活動目的 
微小重力環境下では，融体を無接触浮遊

させることが可能である．容器壁という主

要な不均一核生成サイトが存在しないた

め大きな過冷却度に到達でき，安定相の優

先的な成長のためこれまで困難であった

準安定相の形成が期待されてきた．近年の

浮遊技術の進歩により，直径数 mm 程度

の試料サイズに限れば，微小重力環境を使

わずとも地上において金属，半導体，酸化

物等さまざまな材料の浮遊が達成され，過

冷凝固に関する研究は精力的に行われて

いる．しかしながら，重力に抗して与える

電磁気力，超音波，ガス流等の外場の影響

が凝固相及び組織形成過程に極めて重大

な影響を与えることが最近明らかになり

つつある．そこで本研究班 WG では，外

場の影響を議論し，微小重力環境の重要性

を明確化し，準安定相の形成メカニズムを

解明することを目的とする． 
 
4. 活動内容 
電磁撹拌の凝固組織への影響 

 図 1 にCo-61.8at%Si共晶組成において

電磁浮遊炉及び静電浮遊炉を用いて 50K
程度の低過冷度で凝固させたときの試料

断面SEM写真を示す．初晶はどちらも

CoSiであるが，第 2 相は電磁浮遊炉試料

がCoSi-CoSi2共晶，静電浮遊炉試料が

CoSi2単相であることがわかる．これは電

磁浮遊試料では，初晶のデンドライトが形

成された後，デンドライト周りの溶質拡散

層が電磁撹拌によって完全混合され，

CoSi相の固液界面での液相組成が共晶組

成に近くなったためと考えられる．一方，

静電浮遊試料では，試料内対流は殆ど存在

しないと考えられるため，初晶CoSiデン

ドライト形成後の溶質拡散相はそのまま

初晶CoSi

(a) (b)

図 1 Co-61at%Si 共晶組成において(a)電磁浮遊炉によ
って得られた過冷凝固組織及び(b)静電浮遊炉によって
得られた過冷凝固組織． 



 

残り，CoSi相の固液界面での液相組成が

CoSi2相側に移動しているため，CoSi2相が

第 2 相として形成されたと考えられる．こ

れまで 1mm/hourで成長させる半導体等

の結晶成長と比較して，過冷融液からのデ

ンドライト成長速度は，50m/sにも到達し，

対流の影響は殆どないと仮定されてきた．

確かに初晶の成長には，影響はないが，第

2 相の相選択，組織形成には大きく寄与す

ることが明らかとなった． 
 
まとめと今後の方針 

 今後，静電浮遊炉，交流磁場と直流磁場

を組み合わせた浮遊炉，及びドロップシャ

フトを利用した微小重力下での実験を比

較検討する．対流と組織形成過程を明らか

にし，微小重力による対流抑制の効果を議

論する． 
 
5. 成果 
特になし 
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